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Doparea chimica a plachetelor de siliciu pentru crearea jonctiunilor p‐n utilizand surse 
solide de bor si fosfor 

 

Responsabil: Cosmin Obreja. E-mail: cosmin.obreja@imt.ro 
 
Descrierea sumara a serviciului 
 
Oferim servicii de dopare cu bor (B) si fosfor (P) a plachetelor de siliciu de 4 inch cu diverse grade de 
orientare utilizand tuburi de cuart dedicate pe echipamentul Centrotherm E1200. Concentratia impuritatilor 
de suprafata si adancimea joctiunilor este efectuata la cerere.  
Sursele de dopare pentru fosfor contin ca material activ pirofosfat de siliciu (SiP2O7) sub forma de plachete 
de 4 inch utilizate in domeniul de temperatura de 925-1000oC. Sursele de dopare pentru bor sunt formate din 
plachete de 4 inch ce contin  B2O3/SiO2 sinterizat utilizate in domeniul de temperatura 1000-1100oC. Doparea 
siliciului se poate realiza intr-un pas (predifuzie) sau in doi pasi (predifuzie-difuzie). In urma predifuziei 
concentratia de suprafata se apropie de solubilitatea solida maxima a impuritatilor dopante in silicu 
(2.1020cm-3-1021cm-3 pentru fosfor si 3.1019cm-3– 3.1020cm-3 pentru bor, pentru domeniul de temperaturi 
specificat) iar straturile puternic dopate realizate asfel prezinta  o rezistenta de suprafata cuprinsa intre 2-25 
ohm/□ pentru fosfor si 5-40 ohm/□ pentru bor. 

 

 
 

Echipament Centrotherm E1200 cu tuburi de difuzie dedicate 

 
Echipamente/aparate/programe folosite: 
  
1. Echipament: Cuptoare de difuzie dedicate utilizand surse de dopare solide pentru bor si fosfor 

(Centrotherm E 1200), cu posibilitatea de rulare a proceselor independent sau in paralel. Incarcarea 
automata a plachetelor utilizand un soft asistat pentru monitorizarea proceselor si a retetelor. 

2. Masuratori electrice ale stratului difuzat (rezistenta de suprafata): V/I-metru Jandel si V/I-metru 
Keithley (sonda in 4 puncte) 

3. Determinarea adancimii jonctiunii: microscopie electronica (SEM) 
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Grupul de echipamente descris in bazele de date ERRIS, site-ul IMT-MINAFAB (link)  
https://erris.gov.ro/MINAFAB 
 
Caracteristicile/limitele/performantelor obtinute  
 
Straturile difuzate prezinta urmatoarele caracteristici: 

1. Dopare cu fosfor 
a. Predifuzie 

i. adancime jonctiune  in domeniul 0.5µm-2µm 
ii. concentratie de suprafata: 2.1020cm-3-1021cm-3 
iii. variatie uniformitate <2% 

b. Difuzie 
i. adancime jonctiune  in domeniul 1µm-10µm 
ii. concentratie de suprafata: > 2.1018cm-3 
iii. variatie uniformitate <2% 

 
2. Dopare cu bor 

a. Predifuzie 
i. adancime jonctiune  in domeniul 0.5µm-2µm 
ii. concentratie de suprafata: 3.1019cm-3– 3.1020cm-3 
iii. variatie uniformitate <2% 

b. Difuzie 
i. adancime jonctiune  in domeniul 1µm-10µm 
ii. concentratie de suprafata: > 2.1016cm-3 
iii. variatie uniformitate <2% 

Numarul de plachete procesate intr-un singur run este de 25. 
 
Tehnici de masura/control  
 
Serviciile includ operatii de curatare chimica inainte de operatia de difuzie precum si operatii de deglazurare 
ale plachetelor difuzate.  
Determinarea adancimii stratului difuzat prin metoda colorarii selective si microscopie SEM. 
Masurarea rezistivitatii de suprafata in 4 puncte utilizand V/I-metrele specificate mai sus. 
 
Serviciul este inclus in sistemul de control al calitatii ISO: 9001 
Serviciul este asigurat in mod curent prin centrul de servicii IMT/MINAFAB (http://www.imt.ro/MINAFAB/) 
 
 

Contact pentru  servicii in cadrul TGE-PLAT:  
Raluca Müller (raluca.muller@imt.ro) 

 Adrian Dinescu (adrian.dinescu@imt.ro) 

 Tel: 021 269 07 70; Fax: 021 269 0772 
 


